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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК 

Формула полезной модели 

Устройство для неразрушающего измерения толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок, 
содержащее источник монохроматического излучения, держатель образца, вращающееся плоское 
зеркало, ось вращения которого расположена на его отражающей поверхности, и приемник излучения, 
который подсоединен к регистрирующему устройству, первое сферическое зеркало, установленное так, 
что точка, оптически сопряженная с точкой образца, в которой производятся измерения, находится на 
оси вращения плоского зеркала, в месте падения на него излучения источника, и второе сферическое 
зеркало, установленное с возможностью оптического сопряжения точки образца, в которой 
производятся измерения, и приемной площадки приемника излучения, при различных угловых 
положениях плоского зеркала, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений, 
устройство для неразрушающего измерения толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок 
дополнительно содержит маркер, прерывающий падение лазерного луча на образец под 
фиксированным углом 
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